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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (101, 301, 501), comprising a substrate (103, 303, 503), on
which a semiconductor layer sequence (105, 305, 505) has been placed, wherein the semiconductor layer sequence (105, 305, 505)
has at least one identifier (115, 315) for identifying the component (101, 301, 501). The invention also relates to a method for
producing an optoelectronic component (101, 301, 501).

(57) Zusammenfassung: Die Ertfindung betrifft ein optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501), umtassend ein Substrat (103, 303,
503), auf welchem eine Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505) aufgebracht ist, wobei die Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505)
zumindest einen Identifikator (115, 315) zum Identifizieren des Bauteils (101, 301, 501) aufweist. Die Erfindung betritft ferner ein
Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils (101, 301, 501).
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauteil und Verfahren zur Herstellung ei-

nes optoelektronischen Bauteils

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches BRauteil. Die
Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Bauteils.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2012 217 539.3, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Aus der Offenlegungsschrift WO 92/10852 Al sind auf einer ge-
meinsamen Platte hergestellte und danach vereinzelte, gleich-
artige Halbleiter-Chips bekannt. Nach dem Bilden der Halblei-
ter-Chips auf der gemeinsamen Platte werden neben den Halb-
leiter-Chips, aber auf der Platte, Kennzeichnungen gebildet,
welche jeweils einer Position der Halbleiter-Chips auf der
gemeinsamen Platte entsprechen. Nach dem Vereinzeln der Halb-
leiter-Chips umfassen diese jeweils diesen Randbereich der
ehemaligen gemeinsamen Platte, sodass weiterhin Kenntnis iber
ihre frihere Position auf der gemeinsamen Platte ermdglicht

ist.

Nachteilig ist daran insbesondere, dass diese Art der Markie-
rung viel Platz in Anspruch nimmt, insofern stets ausreichend
Platz fir diese Kennzeichnungen auf der gemeinsamen Platte
reserviert werden muss, wobel dann dieser reservierte Platz

fiir den Chip selber nicht mehr zur Verfiigung stehen kann.

Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe kann daher darin
gesehen werden, ein verbessertes optoelektronisches Bauteil

anzugeben, welches die bekannten Nachteile iberwindet.
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Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe kann auch darin
gesehen werden, ein entsprechendes Verfahren zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauteils bereitzustellen.

Diese Aufgaben werden mittels des jeweiligen Gegenstands der
unabhdngigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen

sind Gegenstand von jeweils abhdngigen Unteranspriichen.

Nach einem Aspekt wird ein optoelektronisches Bauteil bereit-
gestellt. Das BRauteil umfasst ein Substrat, auf welchem eine
Halbleiterschichtenfolge aufgebracht ist. Die Halbleiter-

schichtenfolge weist zumindest einen Identifikator zum Iden-

tifizieren des Bauteils auf.

Gemdl einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zur Herstel-

lung eines optoelektronischen Bauteils angegeben. Es wird ei-
ne Halbleiterschichtenfolge auf einem Aufwachssubstrat gebil-
det. Ferner wird die Halbleiterschichtenfolge mit einem Iden-

tifikator zum Identifizieren des Bauteils versehen.

Die Erfindung umfasst also insbesondere den Gedanken, einen
Identifikator zum Identifizieren des Bauteils vorzusehen,
welcher direkt von der Halbleiterschichtenfolge umfasst ist.
Es muss also in vorteilhafter Weise keine Fladche mehr auf ei-
nem Aufwachssubstrat fiir entsprechende Kennzeichnungen reser-
viert werden. Somit kann eine vorhandene Fladche eines Auf-
wachssubstrats besonders effizient fir das Aufwachsen der
einzelnen Halbleiterschichten der Halbleiterschichtenfolge
genutzt werden. Das heiBt also insbesondere, dass im Ver-
gleich zum bekannten Stand der Technik mehr optoelektronische
Bauteile auf einem gemeinsamen Aufwachssubstrat gebildet wer-
den kdénnen, wobei trotzdem noch eine Identifizierung der je-
weiligen optoelektronischen Rauteile tiber den Identifikator

der Halbleiterschichtenfolge ermdglicht ist.

Ferner ist es in vorteilhafter Weise ermdglicht, das Auf-

wachssubstrat nach dem Bilden der Halbleiterschichtenfolge
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umfassend den Identifikator zu entfernen und die Halbleiter-
schichtenfolge anschlieBend auf ein weiteres Substrat oder
eine Folie anzuordnen, ohne dass hierbei die Mdbglichkeit ei-
ner Identifizierung des optoelektronischen Bauteils verloren
geht. Dies deshalb, da der Identifikator nicht Teil des Auf-
wachssubstrats, sondern vielmehr Teil der Halbleiterschich-

tenfolge selber ist.

Ein Identifikator im Sinne der vorliegenden Erfindung kann
insbesondere auch als eine Kennung bezeichnet werden und be-
wirkt insbesondere in vorteilhafter Weise eine eindeutige
Identifizierung des optoelektronischen Bauteils. Der Identi-
fikator kann beispielsweise einen Nummerncode, einen Buchsta-
bencode oder einen Buchstaben-Nummerncode umfassen. Bei-
spielsweise kann der Identifikator einen Farbcode umfassen.
Das heiRt also insbesondere, dass Nummern, Buchstaben oder
Farben verwendet werden kdnnen, um das optoelektronische Bau-
teil zu identifizieren. Mittels des Identifikators ist somit
insbesondere in vorteilhafter Weise eine Unterscheidung des
optoelektronischen Bauteils in Bezug zu weiteren optoelektro-
nischen Bauteilen ermdglicht. Das heilRt also insbesondere,
dass, wenn eine Vielzahl von optoelektronischen Bauteilen auf
einem gemeinsamen Aufwachssubstrat gebildet werden, diese
voneinander unterschieden werden kénnen. Insbesondere umfasst
der Identifikator eine Positionsinformation beziiglich einer
Position der Halbleiterschichtenfolge auf dem Aufwachssub-

strat.

Nach einer Ausfihrungsform kénnen mehrere Identifikatoren ge-
bildet sein. Diese kodnnen vorzugsweise gleich oder insbeson-
dere unterschiedlich gebildet sein. Durch das Vorsehen von
mehreren Identifikatoren wird in vorteilhafter Weise eine Re-
dundanz dahin gehend bewirkt, dass selbst bei einem Ausfall
eines Identifikators, also wenn dieser beispielsweise nicht
mehr zuverlassig gelesen werden kann, stets noch zumindest
ein weiterer Identifikator zum Identifizieren des Bauteils

vorgesehen ist. Die im Zusammenhang mit einem Identifikator
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gemachten Ausfihrungen gelten analog fir Ausfihrungsformen

mit mehreren Identifikatoren.

Gemal einer Ausfithrungsform kann vorgesehen sein, dass die
Halbleiterschichtenfolge eine aktive Zone zur Erzeugung von
elektromagnetischer Strahlung umfasst. Die aktive Zone kann

beispielsweise als eine Emitterschicht gebildet sein.

Gemal einer anderen Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass eine Auskoppelschicht zum Auskoppeln der elektromagneti-
schen Strahlung aus der aktiven Zone oder aus der Emitter-

schicht vorgesehen ist.

Gemal einer anderen Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass der Identifikator einen codierten strukturierten Bereich
einer Schicht der Schichten der Halbleiterschichtenfolge um-
fasst. Das heiBt also insbesondere, dass ein Bereich der
Schicht derart strukturiert wird, respektive ist, dass in dem
strukturierten Bereich ein Code eincodiert ist. Der Bereich

wird also insbesondere codierend strukturiert.

Gemal einer Ausfithrungsform kann vorgesehen sein, dass der
codierte strukturierte Bereich eine codierte Oberflachen-
struktur der Auskoppelschicht umfasst. Das heillt also insbe-
sondere, dass in die Oberflédche der Auskoppelschicht ein Code
eingeschrieben oder eincodiert wird, indem die Oberflache der
Auskoppelschicht entsprechend codierend strukturiert wird.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Oberflache der
Auskoppelschicht mittels eines Stempels codierend struktu-

riert wird.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass der codierte strukturierte Bereich als ein Barcode ge-
bildet ist. Insbesondere kann der Barcode als ein eindimensi-
onaler oder als ein zweidimensionaler Barcode gebildet sein.

Insbesondere sind mehrere Barcodes vorgesehen, die insbeson-
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dere gleich oder vorzugsweise unterschiedlich gebildet sein

kdnnen.

Der codiert strukturierte Rereich der Schicht der Schichten
der Halbleiterschichtenfolge kann beispielsweise in der
Schicht selber vorgesehen sein oder insbesondere auf der
Oberfldche der Schicht gebildet sein. Es kann insbesondere
vorgesehen sein, dass auf der Schicht mit der codierten Ober-
flédchenstruktur noch eine oder mehrere weitere Schichten auf-
gebracht werden respektive angeordnet sind. Beispielsweise
kann eine solche Schicht als eine Konverterschicht zum Kon-
vertieren von elektromagnetischer Strahlung mit einer ersten
Wellenldnge in elektromagnetische Strahlung mit einer zweiten

Wellenldnge gebildet sein.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass der Be-
reich eine codierte strukturierte Oberfliachenbeschichtung der
Schicht umfasst. Das heillt also insbesondere, dass die Ober-
fladche der Schicht beschichtet wird, wobei diese Beschichtung
derart codierend strukturiert wird respektive ist, dass in
der strukturierten Oberflichenbeschichtung ein Code einco-

diert oder eingeschrieben ist.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die

Oberfladchenbeschichtung eine Anti-Reflex-Beschichtung ist.

Nach einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass in den Identifikator eine Position der Halbleiterschich-
tenfolge auf dem Aufwachssubstrat eincodiert wird respektive
ist. Das heiBlt also insbesondere, dass dadurch in vorteilhaf-
ter Weise auch eine spatere Positionsbestimmung des opto-
elektronischen Bauteils umfassend die Halbleiterschichtenfol-
ge relativ zu seinem Aufwachssubstrat ermdglicht ist. Die
Kenntnis einer Position eines optoelektronischen Bauteils auf
einem Aufwachssubstrat, welches allgemein insbesondere ein
Wafer sein kann, ermdglicht in vorteilhafter Weise insbeson-

dere eine gezielte Reduktion einer Fehlerrate und somit eine
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Steigerung einer Produktionsausbeute und einer Zuverlassig-

keit.

Vorzugsweise wird auf einem Aufwachssubstrat, insbesondere
einem Wafer, eine Vielzahl an Halbleiterschichtenfolgen ge-
bildet, wobei mittels eines jeweiligen Identifikators eine
Identifizierung der Halbleiterschichtenfolgen ermdglicht ist.
Insbesondere ist aufgrund des Vorsehens der Identifikatoren
Kenntnis tber die jeweilige Position der Halbleiterschichten-

folgen auf dem Aufwachssubstrat ermdglicht.

Das heiBt also insbesondere, dass die Position jedes einzel-
nen optoelektronischen Bauteils auf dem Aufwachssubstrat,
insbesondere auf dem Wafer, auch noch nach einer Separation
oder Vereinzelung der einzelnen optoelektronischen Bauteile
noch nachvollziehbar ist, ohne dass hierbei zusdtzliche Kos-
ten entstehen oder eine Performance oder Leistungsfahigkeit
des optoelektronischen Bauteils sinkt. Durch die Kenntnis
durch die Position des optoelektronischen Bauteils kdnnen im
Nachhinein, also insbesondere nach der Separation, eine Viel-
zahl an Fehlerursachen noch schneller erkannt werden. Es kann
insbesondere nachvollzogen werden, ob bestimmte Fehler zu in
einem Randbereich des Aufwachssubstrats auftreten oder nicht.
Das ermdglicht in vorteilhafter Weise insbesondere im Nach-

hinein eine Verbesserung einer Qualitat.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
Substrat einem abgetrennten Teil des Aufwachssubstrats ent-

spricht.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass der

Schritt des Versehens der Halbleiterschichtenfolge mit dem
Identifikator ein Bilden eines codierten strukturierten Be-
reichs einer Schicht der Schichten der Halbleiterschichten-

folge umfasst.
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Gemal einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass das Bilden des codierten strukturierten Bereichs ein
Aufbringen einer codierten strukturierten Oberflachenbe-
schichtung auf der Schicht umfasst, wobei ein Ort der Ober-
flédchenbeschichtung auf der Schicht abhangig von der Position
der Halbleiterschichtenfolge auf dem Aufwachssubstrat gewahlt

wird respektive ist.

Das heiBt also insbesondere, dass die Oberfldchenbeschichtung
nicht zufallig auf die Schicht, also auf seine QOberfléache,
aufgebracht wird, sondern abhidngig von der Position der Halb-
leiterschichtenfolge auf dem Aufwachssubstrat. Somit unter-
scheiden sich mehrere optoelektronische Bauteile auf einem
gemeinsamen Aufwachssubstrat zumindest dadurch, dass ein je-
weiliger Ort ihrer Oberfldchenbeschichtungen unterschiedlich
ist. Somit kann eine einfache und besonders kostengiinstige
Identifizierung der einzelnen optoelektronischen Rauteile be-

wirkt werden.

Gemal einer Ausfithrungsform kann vorgesehen sein, dass die
Oberfladchenbeschichtung als eine Anti-Reflex-Beschichtung ge-
bildet wird.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
Bilden der Halbleiterschichtenfolge ein Bilden einer aktiven

Zone zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung umfasst.

Nach einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass das Bilden der Halbleiterschichtenfolge ein Bilden einer
Auskoppelschicht zum Auskoppeln der elektromagnetischen

Strahlung aus der aktiven Zone umfasst.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass das Bilden des codierten strukturierten Bereichs ein
Bilden einer codierten Oberflachenstruktur der Auskoppel-
schicht umfasst. Die Auskoppelschicht weist als insbesondere

eine codierte Oberflachenstruktur auf.
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Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass ein Ort
der codierten Oberflédchenstruktur auf der Auskoppelschicht
abhangig von der Position der Halbleiterschichtenfolge auf

dem Aufwachssubstrat gewdhlt wird respektive ist.

Das heiBt also insbesondere, dass die Auskoppelschicht zwar
mit einer codierten Oberflachenstruktur versehen wird, diese
jedoch nicht rein zufdllig auf der Auskoppelschicht gebildet
wird, sondern vielmehr abhangig von der Position der Halb-
leiterschichtenfolge auf dem Aufwachssubstrat. Das heiBt also
insbesondere, dass bei einer Vielzahl von optoelektronischen
Bauteilen auf einem gemeinsamen Aufwachssubstrat diese sich
zumindest dahingehend unterscheiden, dass ein Ort ihrer Jje-
weiligen codierten Oberfldchenstruktur auf der Auskoppel-
schicht unterschiedlich ist. Dadurch ist in vorteilhafter
Weise eine einfache und besonders kostenglinstige Unterscheid-

barkeit und entsprechende Identifizierung ermdglicht.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die ge-
samte Oberfliche der Auskoppelschicht mit einer codierten
Oberflachenstruktur versehen wird respektive ist. Das heilit
also insbesondere, dass die gesamte Oberfldache der Auskoppel-
schicht codierend strukturiert wird. Insbesondere ist respek-
tive wird nur ein Teil der Oberfldche der Auskoppelschicht
mit einer codierten Oberflachenstruktur versehen. Insbesonde-
re kann in diesem Fall vorgesehen sein, dass dieser Teil aus
zwel oder mehrere voneinander getrennten Bereichen gebildet

ist.

Durch das Vorsehen einer codierten strukturierten Oberfla-
chenstruktur, welche ganzfldchig auf der Auskoppelschicht ge-
bildet ist, wird in vorteilhafter Weise bewirkt, dass die
Oberflachenstruktur zusatzlich noch zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung beitrdgt. Das heiBt also insbe-
sondere, dass eine Auskoppeleffizienz der Auskoppelschicht

erhoht wird. Dies insbesondere, wenn die Dimensionen oder Be-
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malBungen der Oberflachenstruktur in der GréBenordnung der

Wellenldnge der elektromagnetischen Strahlung liegen.

Selbst wenn nur ein Teil der Oberfliche entsprechend codie-
rend strukturiert ist, so tragt diese dennoch zur Auskopplung

der elektromagnetischen Strahlung bei.

Nach noch einer Ausfithrungsform kann vorgesehen sein, dass
das Bilden der codierten Oberfldchenstruktur mittels eines
Imprint- und/oder eins Photolithographieverfahrens und/oder
mittels eines Elektronenstrahls und/oder mittels eines Laser-

strahls durchgefihrt wird.

Mittels des Elektronenstrahls oder Laserstrahls kann insbe-
sondere ein Photolack entsprechend codierend strukturiert
werden. Vorzugsweise kann alternativ oder zusatzlich eine
Oberfldche der Auskoppelschicht direkt codierend strukturiert
werden. Das heiRt also insbesondere, dass der Laser- oder
Elektronenstrahl direkt in die Oberfldche der Auskoppel-

schicht die codierte Struktur einbrennt oder einschreibt.

Bei einem Photolithographieverfahren kann insbesondere vorge-
sehen sein, dass ein Photolack durch einen Maskaligner
und/oder einen Scanner belichtet, insbesondere ganzflachig
belichtet, wird, so dass entsprechend die codierte Oberfla-
chenstruktur gebildet wird. Hier kann dann beispielsweise
vorgesehen sein, dass die mittels des Photolithographiever-
fahrens gebildete codierte Oberflachenstruktur mittels Kugeln
(vgl. folgende Figurenbeschreibung), insbesondere mittels Po-
lystyrolkugeln, weiter feiner aufgeraut wird, so dass auf-
grund dieser feineren Aufrauung eine effiziente Lichtauskopp-
lung bewirkt ist, ohne dass dabei die Codierung jedoch verlo-

ren geht.

Insbesondere kann ein Photolack mittels eines Steppers mit
einer festen Maske belichtet werden, wobei hier insbesondere

vorgesehen ist, dass der Stepper nicht die Oberflédche als
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ganze belichtet, sondern Teile oder Bereiche der Oberflache.
Somit sind in vorteilhafter Weise hohe Aufldsungen flur die
codierte Struktur ermdglicht. Zur Belichtung kann insbesonde-

re Rontgenstrahlung verwendet werden.

Bei einem Imprintverfahren kann insbesondere vorgesehen sein,
dass eine Lackschicht auf der Oberflache aufgebracht wird,
die mittels eines Stempels codierend strukturiert wird. Das
heilt also insbesondere, dass die codierte Struktur mittels
eines Stempels auf die Oberfldche eingebracht oder einge-
schrieben oder eingestempelt wird. Ein solcher Stempel kann
vorzugsweise ein negatives Abbild aller Oberflachen der Bau-
teile auf einem Wafer umfassen, insbesondere inklusive deren
individueller Markierung. Nach dem Stempeln erfolgt vorzugs-
weise eine Belichtung und insbesondere eine Aushartung der
Lackschicht, wobei der Lack auch als ein Imprint-Lack be-
zeichnet werden kann. AnschlieBRend kann vorzugsweise vorgese-
hen sein, dass ein Plasmadtzen durchgefiihrt wird, so dass

sich die Lackstruktur auf die Oberflédche ibertragt.

Ein Imprintverfahren weist insbesondere den Vorteil auf, dass
besonders kleine codierte Strukturen gebildet werden kodnnen.
Diese kleinen Strukturen sind insbesondere zur Lichtauskopp-
lung geeignet, erhdhen somit in vorteilhafter Weise eine
Lichtauskopplung. Ferner ist somit in vorteilhafter Weise nur

ein Strukturierungsschritt notwendig: Das Stempeln.

Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass bei einer Vielzahl
von Bauteilen auf einem gemeinsamen Wafer ein Stempel verwen-
det wird, welcher den Wafer als ganzen abdeckt und welcher
insofern die Bauteile in einem einzigen Stempelschritt mar-
kieren oder strukturieren kann. Ein Stempel kann insbesondere
mittels eines Elektronenstrahls und/oder mittels eines Laser-
lithographieverfahrens codierend strukturiert werden, so dass
die Struktur des Stempels auf die Oberflédche lbertragen wer-

den kann.
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Ganz allgemein ist respektive wird insbesondere die Markie-
rung oder der Identifikator vorzugsweise direkt in einem
elektromagnetische Strahlung emittierenden Bereich der Halb-
leiterschichtenfolge gebildet. Dieser Bereich ist insbesonde-
re auf der Oberfliche der Auskoppelschicht gebildet. Das
heiBt also insbesondere, dass die in der aktiven Zone erzeug-
te Strahlung durch diesen Bereich die Halbleiterschichtenfol-

ge verlasst.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten Aus-

fihrungsbeispielen ndher erlautert. Hierbei zeigen

Fig. 1 ein optoelektronisches BRauteil,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauteils,

Fig. 3 ein weiteres optoelektronisches Bauteil,

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines weiteren Verfahrens zur

Herstellung eines optoelektronischen Bauteils,

Fig. 5 ein anderes optoelektronisches Rauteil,

Fig. 6-11 verschiedene Ansichten des optoelektronischen Rau-
teils gemdl Fig. 5 wahrend zeitlich nacheinander

folgenden Herstellungsschritten,

Fig. 12 ein Aufwachssubstrat umfassend mehrere optoelektro-
nische Bauteile, wobei ein optoelektronisches Bau-

teil mittels eines Identifikators versehen ist und

Fig. 13 Das Aufwachssubstrat gemal Fig. 12, wobei mehrere
optoelektronische Bauteile mit einem jeweiligen

Identifikator versehen sind.
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Im Folgenden konnen fir gleiche Merkmale gleiche BRezugszei-

chen verwendet werden.

Fig. 1 zeigt ein optoelektronisches Bauteil 101.

Das Bauteil 101 umfasst ein Substrat 103, auf welchem eine

Halbleiterschichtenfolge 105 aufgebracht ist. Die Halbleiter-
schichtenfolge 105 umfasst vier Halbleiterschichten 107, 109,
111, 113, welche in der vorgenannten Reihenfolge auf das Sub-

strat 103 aufgebracht sind.

In einem nicht gezeigten Ausfiihrungsbeispiel kann vorgesehen
sein, dass mehr oder weniger als vier Halbleiterschichten filr

die Halbleiterschichtenfolge vorgesehen sind.

Die Halbleiterschichtenfolge 105 umfasst des Weiteren einen
Identifikator 115 zum Identifizieren des optoelektronischen
Bauteils 101. In dem in Fig. 1 gezeigten Ausfihrungsbeispiel
ist der Identifikator 115 von der zweitobersten Halbleiter-
schicht 111 bezogen auf das Substrat 103 umfasst. In weiteren
nichtgezeigten Ausfiihrungsbeispielen kann vorgesehen sein,
dass der Identifikator 115 von einer der anderen drei Halb-
leiterschichten 107, 109, 113 umfasst ist. In weiteren nicht
gezeigten Ausfihrungsbeispielen kann vorgesehen sein, dass
mehrere Identifikatoren vorgesehen sind, die insbesondere

gleich oder vorzugsweise unterschiedlich gebildet sind.

Dadurch, dass die Halbleiterschichtenfolge 105 den Identifi-
kator 115 umfasst, kann das optoelektronische Bauteil 101
stets eindeutig identifiziert werden. Selbst wenn Jjetzt bei-
spielsweise das Substrat 103 von der Halbleiterschichtenfolge
105 abgetrennt wlirde, so ware dennoch eine eindeutige Identi-
fizierung der Halbleiterschichtenfolge 105 ermdglicht, inso-
fern der Identifikator 115 Teil der Halbleiterschichtenfolge
105 ist.
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In dem Identifikator 115 kann beispielsweise eine Position
der Halbleiterschichtenfolge 105 auf einem Aufwachssubstrat
(hier nicht gezeigt) eincodiert sein. Das heiBt also insbe-
sondere, dass in dem Identifikator 115 die Information einco-
diert ist, wo sich die Halbleiterschichtenfolge 105 auf dem
Aufwachssubstrat befunden hat. Es ist also insbesondere die
Information in dem Identifikator 115 eincodiert, an welcher
Stelle oder an welcher Position des Aufwachssubstrats, insbe-
sondere des Wafers, die Halbleiterschichtenfolge 105 auf dem

Aufwachssubstrat gebildet wurde.

Somit ist auch nachdem das Aufwachssubstrat von der Halb-
leiterschichtenfolge 105 entfernt worden ist, eine eindeutige
Identifizierung der Halbleiterschichtenfolge 105 ermdglicht.
Es kann also auch nachtrdglich noch festgestellt werden, an
welcher Position sich die Halbleiterschichtenfolge 105 auf
dem Aufwachssubstrat, insbesondere auf dem Wafer, befunden
hat. Die Kenntnis dieser Position ermdglicht in vorteilhafter
Weise insbesondere eine gezielte Reduktion einer Fehlerrate
und somit eine Steigerung einer Produktionsausbeute und Zu-
verlassigkeit. Nach dem Entfernen der Halbleiterschichtenfol-
ge 105 von dem Aufwachssubstrat wird diese vorzugsweise auf
das Substrat 103 oder auf einer hier nicht gezeigten Folie

aufgebracht.

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstel-

lung eines optoelektronischen Bauteils.

Gemal einem Schritt 201 wird eine Halbleiterschichtenfolge
auf einem Aufwachssubstrat, beispielsweise einem Wafer, ge-
bildet. Gemal einem Schritt 203 wird die Halbleiterschichten-
folge mit einem Identifikator zum Identifizieren des Bauteils

versehen.

Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die beiden Schritte
201 und 203 zeitgleich durchgefiihrt werden. Das heillt also

insbesondere, dass wadhrend die einzelnen Schichten auf das
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Aufwachssubstrat aufgebracht werden, der Identifikator einge-
bracht wird. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass nach dem
Aufbringen einer Schicht der Schichten der Halbleiterschich-
tenfolge zunachst diese Schicht mit dem Identifikator verse-
hen wird, beispielsweise indem die Oberflache der Schicht co-
dierend strukturiert wird. AnschlieBend werden dann die wei-
teren Schichten auf der Schicht mit dem Identifikator aufge-
bracht.

Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der Identifikator
nach dem Bilden der Halbleiterschichtenfolge auf oder in die
Halbleiterschichtenfolge aufgebracht wird. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, dass die vom Substrat aus gesehen
oberste Halbleiterschicht mit dem Identifikator versehen
wird. Diese oberste Schicht der Halbleiterschichtenfolge kann
beispielsweise auf ihrer Oberflache entsprechend codierend

strukturiert werden, um so den Identifikator zu bilden.

Fig. 3 zeigt ein weiteres optoelektronisches Bauteil 301.

Das optoelektronische Bauteil 301 umfasst ein Substrat 303,
auf welchem eine Halbleiterschichtenfolge 305 aufgebracht
ist. Die Halbleiterschichtenfolge 305 umfasst vier Halb-
leiterschichten 307, 309, 311 und 313, welche in der vorge-
nannten Reihenfolge auf dem Substrat 303 angeordnet sind. Das
heilt also insbesondere, dass die Halbleiterschicht 313 wvom
Substrat 303 aus gesehen die oberste Halbleiterschicht der
Halbleiterschichtenfolge 305 ist.

In dem Ausfihrungsbeispiel gemall Fig. 3 ist die direkt unter
der Halbleiterschicht 313, also der obersten Halbleiter-
schicht, gebildete Halbleiterschicht 311 als eine aktive Zone
oder als Emitterschicht gebildet, welche bei elektrischer
und/oder optischer Anregung elektromagnetische Strahlung

emittieren kann.
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Die oberste Schicht 313 ist in dem optoelektronischen Bauteil
301 als eine Auskoppelschicht 313 gebildet. Die Auskoppel-
schicht 313 koppelt in vorteilhafter Weise die in der Emit-
terschicht 311 oder aktiven Zone erzeugte elektromagnetische

Strahlung aus.

Ferner umfasst die Halbleiterschichtenfolge 305 einen Identi-
fikator 315, der als eine codierte Oberflidchenstruktur 317
der Auskoppelschicht 313 gebildet ist.

Das heiRlt also insbesondere, dass ein Bereich oder eine Teil-
fladche der Oberfliche der Auskoppelschicht 313 codierend
strukturiert wurde, beispielsweise mittels eines Barcodes,
insbesondere eines ein- oder zweidimensionalen BRarcodes. Ins-
besondere kann vorgesehen sein, dass in die Oberfliache der
Auskoppelschicht 113 eine Struktur in Form eines eindimensio-
nalen oder zweidimensionalen Binadrcodes, beispielsweise in
Form eines Barcodes oder einer ,dot matrix™ eingebracht ist
respektive wird, wobei diese Struktur die Position der Halb-
leiterschichtenfolge 105 auf einem Aufwachssubstrat dar-
stellt. Bei diesem Aufwachssubstrat kann es sich beispiels-

weise um das Substrat 303 handeln.

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Verfahrens zur

Herstellung eines optoelektronischen Bauteils.

Gemal einem Schritt 401 wird eine Halbleiterschichtenfolge
auf einem Aufwachssubstrat gebildet, wobei eine aktive Zone
zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung oder eine
Emitterschicht und eine Auskoppelschicht zum Auskoppeln der
elektromagnetischen Strahlung aus der aktiven Zone respektive
Emitterschicht gebildet werden. Gemadl einem Schritt 403 wird
ein Bereich der Oberflache der Auskoppelschicht codierend
strukturiert. Das heilt also insbesondere, dass die Halb-
leiterschichtenfolge mit einem Identifikator versehen wird,
wobei der Identifikator als eine codierte Oberfldchenstruktur

der Auskoppelschicht gebildet wird.
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Fig. 5 zeigt ein anderes optoelektronisches Bauteil 501.

Das optoelektronische Bauteil 501 umfasst ein Substrat 503,
auf welchem eine Halbleiterschichtenfolge 505 aufgebracht

ist.

Die Halbleiterschichtenfolge 505 umfasst fiinf Halbleiter-
schichten 507, 509, 511, 513, 515, die in der vorgenannten
Reihenfolge auf dem Substrat 503 angeordnet oder abgeschieden

sind.

Das heilt also insbesondere, dass die Halbleiterschicht 515
vom Substrat 503 aus gesehen die oberste Schicht der Halb-
leiterschichtenfolge 505 bildet.

Unterhalb der obersten Halbleiterschicht 515 ist direkt eine
Emitterschicht 513 oder eine aktive Zone zur Erzeugung elekt-
romagnetischer Strahlung gebildet. Unterhalb der Emitter-
schicht 513 oder aktiven Zone ist direkt die Halbleiter-
schicht 511 gebildet. Es kann vorzugsweise vorgesehen sein,
dass die Halbleiterschicht 515 eine n-dotierte Halbleiter-
schicht ist. In diesem Fall ist die Halbleiterschicht 511 un-
terhalb der Emitterschicht 513 eine p-dotierte Schicht. In
einem nicht gezeigten Ausfihrungsbeispiel kann vorgesehen
sein, dass die oberste Halbleiterschicht 515 p-dotiert ist,
wobei dann die Halbleiterschicht 511 unterhalb der Emitter-
schicht 513 n-dotiert ist.

Die Halbleiterschicht 509 kann beispielsweise als eine Spie-
gelschicht ausgebildet sein, um elektromagnetische Strahlung,
die in der Halbleiterschicht 513 erzeugt wird, zu reflektie-
ren in Richtung der obersten Halbleiterschicht 515, um somit
in vorteilhafter Weise eine Auskoppeleffizienz an ausgekop-

pelter elektromagnetischer Strahlung zu erh&hen.
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In dem in Fig. 5 gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist die obers-
te Halbleiterschicht 515 gleichzeitig als eine Auskoppel-
schicht gebildet, die in vorteilhafter Weise die elektromag-
netische Strahlung, die in der Emitterschicht 513 erzeugt

wird, auszukoppeln kann.

Zur Identifizierung der Halbleiterschichtenfolge 505 ist eine
Oberfldache der obersten Halbleiterschicht 515 codierend
strukturiert. Das heilt also insbesondere, dass die Oberfla-
che der Auskoppelschicht 515 BRereiche 517 aufweist, die co-
dierend strukturiert wurden respektive sind. Diese codierten
Oberflachenstrukturen 517 tragen ferner zu einer Erhdhung ei-

ner Auskoppeleffizienz bei.

Auf der Oberflache der Auskoppelschicht 515 ist mittig ein
Bondpad 519 gebildet. Beabstandet von dem Bondpad 519 ist
links und rechts von dem Bondpad 519 jeweils ein Kontaktsteg
521 fir eine elektrische Kontaktierung der Halbleiterschich-
tenfolge 505 vorgesehen. Die jeweilige Fléadche zwischen den
Kontaktstegs 521 und dem Bondpad 519 ist codierend struktu-
riert und bildet insofern die codierte Oberfldchenstruktur
517.

Links neben dem linken Kontaktsteg 521 und rechts neben dem
rechten Kontaktsteg 521 ist jeweils ein Randbereich 523 res-
pektive 525 gebildet, auf welchem in einem nicht gezeigten
weiteren Ausfihrungsbeispiel beispielsweise eine Oberflachen-
beschichtung aufgebracht werden kann, insbesondere eine Anti-
Reflex-Beschichtung. Ein Ort dieser Oberfliachenbeschichtung
kann insbesondere in Abhangigkeit von einer Position der
Halbleiterschichtenfolge 505 auf einem Aufwachssubstrat ge-
wahlt werden. Somit ist eine weitere Moglichkeit einer Iden-
tifizierung, insbesondere einer Positionsidentifizierung, der

Halbleiterschichtenfolge 501 ermdglicht.

In anderen nicht gezeigten Ausfihrungsformen kann vorgesehen

sein, dass anstatt der codierten Oberfladchenstruktur nur die
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Oberfladchenbeschichtung, insbesondere die Anti-Reflex-

Beschichtung, als Identifikator vorgesehen ist.

Fig. 6 bis Fig. 11 zeigen jeweils Ansichten des optoelektro-
nischen Bauteils 501 zu verschiedenen zeitlich aufeinander
folgenden mdglichen Herstellungsschritten in einer Teil-
schnittansicht. Das heiBt also insbesondere, dass nicht samt-
liche in Fig. 5 gezeigte Elemente dargestellt sind. Die dar-
gestellten Elemente kdnnen beispielsweise zwecks besserer

Ubersichtlichkeit abgeschnitten dargestellt werden.

Es wird angemerkt, dass die im Folgenden beschriebenen Her-
stellungsschritte die Erfindung nicht einschranken sollen.
Das gemal Fig. 5 gezeigte BRauteil kann auch durch andere Her-
stellungsverfahren hergestellt und entsprechend codierend

strukturiert werden.

In Fig. 6 ist lediglich die oberste Halbleiterschicht 515,
also die Auskoppelschicht, der Halbleiterschichtenfolge 505
abgeschnitten gezeigt mit dem Bondpad 519 und dem linken Kon-
taktsteg 521. Eine zwischen dem Bondpad 519 und dem Kontakt-
steg 521 liegende Oberflédche der Auskoppelschicht 515 weist

noch keine codierte Strukturierung auf.

Gemdl der Ansicht in Fig. 7 ist eine Schutzschicht 701, bei-
spielsweise ein Photolack, jeweils auf dem Kontaktsteg 521
und dem Bondpad 519 als Schutz flir die noch folgenden Struk-

turierungsschritte aufgebracht.

Gemal der Ansicht in Fig. 8 ist ein Polystyrol-Monosphere
(Monokugel) -Film auf die freiliegenden Oberfldchen aufge-
bracht. Dieser Film umfasst eine Vielzahl an Kugeln (Monosp-
here) 801. Diese Kugeln 801 sind aus Polystyrol gebildet. Das
Bilden des Polystyrol-Monosphere-Films kann insbesondere wie

folgt durchgefihrt werden:
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Es wird eine Suspension aus HMDS, Isopropancl und Polystyrol-
kugeln 801 gebildet.

HMDS steht hier flir Hexamethyldisilazan und wirkt insbesonde-
re in vorteilhafter Weise als ein Haftvermittler fUr Photo-

lack auf einer hydrophoben Wafer-Oberflédche.

Diese Suspension wird insbesondere mittels einer Blrette auf
eine Wasseroberflache eines Beckens gegeben, in welchem sich
das optoelektronische Bauteil 501 befindet. Die Suspension

wird dann anschlielend insbesondere auf der Wasseroberflache

verteilt.

Nachdem das Losemittel verdampft ist, bildet sich an der
Oberflidche der Wasser/Luftgrenzfldche der gewiinschte Film aus
Polystyrol-Kugeln aus. Dieser Film kann insbesondere durch
Ablassen des Wassers aus dem Becken auf den freiliegenden
Oberfldchen abgelegt werden. Sofern ein Wafer umfassend meh-
rere Halbleiterschichtenfolgen, also umfassend mehrere opto-
elektronische Rauteile, vorgesehen ist, so legt sich der Film
aus Polystyrolkugeln auf dem Wafer, also insbesondere auf den

freiliegenden Oberfliachen der einzelnen Bauteile, ab.

Die Polystyrolkugeln 801 dienen in vorteilhafter Weise fir
eine Maskierung fir noch nachfolgende photolithographische
Prozessschritte fiir eine Aufrauung der Oberfldche der Auskop-
pelschicht 515 fiir eine verbesserte Auskopplung der elektro-

magnetischen Strahlung.

Beispielsweise kann die Suspension 20ml Isopropanol, 0,2ml PS
(Polystyrol-Spheres)-Suspension, 20ml HMDS umfassen, wobei im

Wasser im Becken noch 10ml HMDS vorgesehen sein konnen.

Fig. 8 zeigt ferner eine AusschnittsvergréBerung einer An-
sicht von schrag oben des Films aus Polystyrolkugeln 801.
Diese Ausschnittsvergrolerung ist gekennzeichnet mit einem

Pfeil mit dem Bezugszeichen 803.
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Die Ansicht gemal Fig. 9 zeigt die Polystyrolkugeln 801 nach
einem Schrumpfprozess und nach einem Ubertragen der Kugel-
struktur auf die Oberfliche der Auskoppelschicht 515. Dieser
Schrumpfprozess ist insofern optional, da die konkrete ge-
wiinschte GroRe der Kugeln 801 abhangig von der Wellenléange

der emittierten elektromagnetischen Strahlung ist.

So sollten flir eine besonders gute Auskoppeleffizienz die Ku-
geln 801 einen Durchmesser von etwa 425 Nanometern haben,
wenn elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenldnge wvon
850 Nanometern emittiert werden soll. Sofern beispielsweise
nur 430 Nanometer groRe Kugeln genommen werden, so werden
diese insofern anschlielRend nach dem Aufbringen des Films auf
die entsprechende SollgroRe, hier die 425 Nanometer, ge-

schrumpft.

Fig. 10 zeigt eine Ansicht des Bauteils nach einem Veraschen
der Polystyrolkugeln 801. Das heilt also insbesondere, dass
die Polystyrolkugeln 801 beigspielsweise mittels Erhitzen zer-
stdrt wurden, sodass letztlich nur die entsprechend struktu-
rierte QOberflache der Auskoppelschicht 515 zurilickbleibt. Die-
se strukturierte Oberflache ist hier mit dem Bezugszeichen
1001 gekennzeichnet. Das heilt also insbesondere, dass die
Struktur des Films aus Polystyrolkugeln 801 sich nun auf die
Oberfldche der Auskoppelschicht 515 {ibertragen hat. Diese
Oberflache kann zuvor oder anschlieBend codierend struktu-

riert werden.

Um die codierende Struktur 517 zu bilden, ist insbesondere
vorgesehen, dass die Oberflache der Schicht 515 und/oder ein
auf die Oberflache der Schicht 515 aufgebrachter Photolack
mittels Photolithographie- und/oder Imprint- und/oder Laser-
strahl- und/oder Elektronenstrahlverfahren codierend struktu-
riert wird. Das heilt also insbesondere, dass mittels der
Aufrauung aufgrund der Kugeln 801 noch keine codierende

Struktur gebildet wird. Diese wird insbesondere mittels der
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vorgenannten Verfahren gebildet. Insbesondere findet nach dem
Bilden der codierten Struktur die Aufrauung mittels der Ku-
geln 801 statt.

Gemal Fig. 11 wird die Schutzschicht 701, insbesondere der
Photolack, wvon dem Bondpad 519 und von dem Kontaktsteg 521

entfernt.

Mit dem Bezugszeichen 1101 ist eine Draufsicht auf das opto-
elektronisches Bauteil 501 bezeichnet. Das Bondpad 519 kann
hier insbesondere einen metallischen n-Kontakt flur die

Schicht 515, wenn diese eine n-dotierte Schicht ist.

An dieser Stelle wird angemerkt, dass die vorgenannte Aufrau-
ung mittels Kugeln 801 nur als Beispiel, nicht aber als Ein-
schrankung dienen soll. Mittels der Kugelaufrauung wird eine
Aufrauung der Oberflache der Schicht 515 derart bewirkt, dass
Licht besonders effizient ausgekoppelt werden kann. Diese Art
von Aufrauung kann in weiteren nicht gezeigten Ausfiihrungs-

formen alternativ oder zusatzlich mittels anderer Aufrauungs-
verfahren durchgefithrt werden: Zum Beispiel Photolithogra-

phieverfahren und/oder Imprintverfahren.

Fig. 12 zeigt ein Aufwachssubstrat 1201, insbesondere ein
Wafer, auf welchem eine Vielzahl wvon Halbleiterschichtenfol-
gen nebeneinander aufgebracht ist. Diese Halbleiterschichten-
folgen sind der Ubersicht halber nicht gezeigt. Gezeigt ist
ein Barcode 1203, welcher auf eine Oberfliche einer obersten
Schicht der Halbleiterschichtenfolge, insbesondere einer Aus-
koppelschicht, aufgebracht wird, indem die Oberfldche der
obersten Schicht entsprechend codierend strukturiert wird, um
so eine Position der Halbleiterschichtenfolge in die Oberfléa-

che einzucodieren.

Fig. 13 zeigt das Aufwachssubstrat 1201, wobei mehrere Ober-
fladchen der einzelnen Halbleiterschichtenfolgen bereits ent-

sprechend codierend strukturiert sind.
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Die Erfindung umfasst also insbesondere den Gedanken, ei
Oberfldache einer Halbleiterschicht, insbesondere die Obe
che der Auskoppelschicht, zumindest teilweise oder auch
ganze Flédche, mittels eines Imprintverfahrens und/oder e
Photolithographieverfahrens mit anschlieBendem Atzen ode
derer Strukturierungsverfahren mit einer Struktur beispi
weise in Form eines eindimensionalen oder zweidimensiona
Bindrcodes, beispielsweise ein Barcode oder einer Dot ma
zu versehen, wobei die Struktur eine Position der Halble
schichtenfolge auf dem Wafer, also dem Aufwachssubstrat,
stellt. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die
Halbleiterschichtoberfldche gedtzt wird. Insbesondere ka

eine selektive, also ortsabhangige, Beschichtung von zus
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els-
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dar-
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lichen Schichten auf der obersten Halbleiterschicht, erfol-

gen.

Insbesondere kann es sich beili diesen zusadtzlichen Schichten

um eine an die Anti-Reflex-Schicht handeln. Das heilit al

SO

insbesondere, dass die Anti-Reflexbeschichtung auf die Ober-

flédche der obersten Halbleiterschicht gesehen vom Wafer
aufgebracht wird, wobei ein Ort der Anti-Reflexbeschicht
abhangig von einer Position der Halbleiterschichtenfolge

dem Wafer gewahlt wird.
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Es ist somit in vorteilhafter Weise ermdglicht, die Struktur

oder allgemein den Identifikator bei einer automatischen Aus-

gangskontrolle routinemdlRig auszulesen. Insbesondere ist

SIS

in vorteilhafter Weise ermdglicht, diese Struktur in einem

Mikroskop in spateren Analysen auszuwerten. Es kann vorgese-

hen sein, dass die StrukturgrolRe insbesondere so grol is
dass sie trotz einer lUberlagerten Aufrauung mittels Kuge
insbesondere Polystyrolkugeln, noch in vorteilhafter Wei
erkannt werden kann. Insbesondere kann vorgesehen sein,

die Struktur so fein strukturiert ist, dass sie zusatzli
oder an Stelle zur Aufrauung mittels der Kugeln gleichze

zur Auskopplung der elektromagnetischen Strahlung dient.
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der Regel wird die Oberflache einer Auskoppelschicht aufge-

raut, um eine Auskoppeleffizienz zu erhohen.

Das heiBt also insbesondere, dass beispielsweise vorgesehen
sein kann, die Oberfldche der obersten Halbleiterschicht,
insbesondere der Auskoppelschicht, zumindest partiell, insbe-
sondere ganzflachig, aufzurauen, wobei die Aufrauung in Form
einer bindren Code-Struktur, beispielsweise einer Dot matrix
oder eines Barcodes, eingebracht wird. Ganz allgemein ist
respektive wird insbesondere die Markierung oder der Identi-
fikator vorzugsweise direkt in einem elektromagnetische
Strahlung emittierenden Bereich der Halbleiterschichtenfolge
gebildet. Dieser BRereich ist insbesondere auf der Oberflache
der Auskoppelschicht gebildet. Das heilBt also insbesondere,
dass die in der aktiven Zone erzeugte Strahlung durch diesen

Bereich die Halbleiterschichtenfolge verlasst.

Die Position jedes einzelnen optoelektronischen Bauteils auf
dem Wafer ist somit auch nach einer Separation noch nachvoll-
ziehbar, ohne dass dabei noch zusdtzliche Kosten entstehen
oder eine Performance der optoelektronischen Bauteile sinkt.
Durch die Kenntnis der Lage oder des Orts der optoelektroni-
schen Bauteile kénnen im Nachhinein viele Fehlerursachen
schneller erkannt werden. Beispielsweise kann erkannt werden,
ob es sich bei dem optoelektronischen Bauteil um ein Bauteil
handelt, welches sich am Rand oder in einem Randbereich des
Wafers befunden hat. Somit kann in vorteilhafter Weise eine

Qualitat verbessert werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugte Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-
geschrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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Anspriche

1.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501), umfassend
ein Substrat (103, 303, 503), auf welchem eine Halb-
leiterschichtenfolge (105, 305, 505) aufgebracht ist,
wobei die Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505) zumin-
dest einen Identifikator (115, 315) zum Identifizieren
des Bauteils (101, 301, 501) aufweist.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501) nach Anspruch
1, wobei der Identifikator (115, 315) einen codierten
strukturierten Bereich einer Schicht der Schichten (107,
109, 111, 113) der Halbleiterschichtenfolge (105, 305,
505) umfasst.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501) nach Anspruch
2, wobel der codierte strukturierte Bereich als ein Bar-

code gebildet ist.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501) nach einem
der vorherigen Anspriiche, wobei der Bereich eine codier-
te strukturierte Oberflachenbeschichtung der Schicht um-

fasst.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501) nach Anspruch
4, wobei die Oberflachenbeschichtung eine Antireflexbe-

schichtung ist.

Optoelektronisches Bauteil (101, 301, 501) nach einem
der vorherigen Anspriiche soweit riickbezogen auf Anspruch
2, wobei die Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505)
eine aktive Zone (111, 513) zur Erzeugung von elektro-
magnetischer Strahlung und eine Auskoppelschicht (113,
515) zum Auskoppeln der elektromagnetischen Strahlung
aus der aktiven Zone (111, 513) umfasst, wobeil der co-
dierte strukturierte Bereich eine codierte Oberflachen-
struktur der Auskoppelschicht (113, 515) umfasst.
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Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau-
teils (101, 301, 501), wobeili eine Halbleiterschichten-
folge (105, 305, 505) auf einem Aufwachssubstrat (1201)
gebildet wird und wobei die Halbleiterschichtenfolge
(105, 305, 505) mit einem Identifikator (115, 315) zum
Identifizieren des Bauteils (101, 301, 501) wversehen

wird.

Verfahren nach Anspruch 7, wobei in den Identifikator
(115, 315) eine Position der Halbleiterschichtenfolge
(105, 305, 505) auf dem Aufwachssubstrat (1201) einco-

diert wird.

Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei der Schritt des
Versehens ein Bilden eines codierten strukturierten Be-
reichs einer Schicht der Schichten (107, 109, 111, 113)
der Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505) umfasst.

Verfahren nach Anspruch 8 und 9, wobei das Bilden des
codierten strukturierten Bereichs ein Aufbringen einer
codierten strukturierten Oberfldchenbeschichtung auf der
Schicht umfasst, wobei ein Ort der Oberflichenbeschich-
tung auf der Schicht abhdngig von der Position der Halb-
leiterschichtenfolge (105, 305, 505) auf dem Aufwachs-
substrat (1201) gewahlt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Oberfl&chenbe-
schichtung als eine Antireflexbeschichtung gebildet

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 11 soweit rlck-
bezogen auf Anspruch 9, wobei das Bilden der Halbleiter-
schichtenfolge (105, 305, 505) ein Bilden einer aktiven
Zone (111, 513) zur Erzeugung von elektromagnetischer
Strahlung und ein Bilden einer Auskoppelschicht (113,
515) zum Auskoppeln der elektromagnetischen Strahlung
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aus der aktiven Zone (111, 513) umfasst, wobei das Bil-
den des codierten strukturierten Bereichs ein Bilden ei-
ner codierten Oberfldchenstruktur der Auskoppelschicht
(113, 515) umfasst.

Verfahren nach Anspruch 12 soweit rickbezogen auf An-
spruch 8, wobei ein Ort der codierten Oberfldchenstruk-
tur auf der Auskoppelschicht (113, 515) abhdngig von der
Position der Halbleiterschichtenfolge (105, 305, 505)
auf dem Aufwachssubstrat (1201) gewahlt wird.

Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Bilden der
codierten Oberfldchenstruktur mittels eines Imprint-
und/oder eines Photolithographieverfahrens durchgefihrt

wird.
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